Az itt leirt kérdések és a vizsgakérdések kozotti esetleges egyezés csupan a véletlen mive. Tobb ember
gylijtése. Hasznalatuk a diak elolvasasa utan javasolt, 6nellendrzés céljabdl. Helyesiras tudjuk, hogy
rossz, gyorsan csinaltuk. Sok sikert az utdkornak!

1.

2.

egy

10.
11.

12.

13.

14.

Feliilet szerelheto ellenallas képén megnevezni a részeket (0. 18/32 dia)
abra, diakbol
feliiletszerelt alkatrész hulamforrasztasanak lépéseinek felsorolasa, a rogzités lépéseit is
bele kellett irni (1-02. 14/21 dia)
o ragaszté felvitele a szerel6lemezre
o alkatrész beliltetése a ragasztoba
o ragaszto térhalositasa
o szerel6lemez megforditasa hullamforrasztashoz
ujradmlesztéses forrasztas lépései, miket tartalmaz a forrasz paszta (1-03. 3/33 dia)
o a forraszpaszta felvitele cseppadagolassal vagy stencilnyomtatassal
o alkatrészek beliltetése(pick&place, collect&place)
o forraszétvézet djrabmlesztése
A forraszpaszta 2 részbdl all, a folyasztoszer és forrasz szuszpenzjaként jon létre.
Anizotrép ragaszté mukodésének elmagyarazasa rajzzal (2-01. 14/56 dia)
Az anizotrép ragaszténak az a tulajdonsaga, hogy 1 kitiintetett iranyban velet(altalaban a chip és
pad k6zott). A féemgémbok matrixos elrendezésben talalhatéak meg a miigyantaban, igy van
megoldva, hogy egy iranyban vezessen
Mi a kiilonbség a PLCC és CLCC és mit jelentenek. (2-01. 43/56 dia)
o PLCC: plastic leadless chip carrier; hermetikus tok
o CLCC: ceramic leadless chip carrier; nem hermetikus tok
Mit jelent a félvezetoknél a ,,low-k” és high-k és milyen alkalmazasukat ismerjiik. (2-02. 17/
18 dia)
A high-k és a low-k egy adott anyag dielektromos allandéjanak viszonyat mutatia meg az SiO2
dielektromos allandéjahoz(3.9) viszonyitva.
Bridgman-Stockbarger eljaras rajza, és 1 mondat magyarazat (2-03. 12/23 dia)
Az eljaras lényege, hogy az poly-Si olvadékot végightizzuk egy csékkend hémérsékletli z6nan

mindkét végén lezart ampullaban. Rajz a diakon.

CVD reaktor rajzanak részeinek megnevezése és mi az az in situ levalasztas (2-04. 7/30 dia)
Rajz a diakon.

Hagyomanyos maszk, és fazistol6 maszk felrajzolasa (2-05. 11/36 és 13/36 dia)

Rajz a diakon.

Lift-off technolégia rajza, Iépéseinek felsorolasa (3-01 25/27 dia)

Rajz a diakon.

Mire j6 a vakuum (3-02 5/29 dia)

A vakuum két dolog miatt elényéds a targyban, csékkenti az adott térfogatban a gazrészecskék
slriiségét, ezaltal néveli az atlagos uthosszukat két (itk6zés kbzétt, valamint néveli a monoréteg
kialakulasahoz sziikséges iddt; nem szennyezi a levalasztott réteget

Milyen vastagréteg hordozékat ismersz, felsorolas (4-01. 6/31 dia)

o keramia
o mlianyag
o lveg

o fémek

Vastagréteg pasztak 6sszetevoi (4-01. 5/31 dia)
o funkcionalis fazis



o kétéanyag
o olddészer

15. Mi a polimer vastagréteg technolégia elohye, hatranya (laborsegédiet)

Polimer vastagréteg tehcnolbgia el6nye, hogy az eljaras olcsébb, mint keramia esetében,
kevesebb technoldgia lépésbdl all, kisebb a héterhelés a gyartas folyaman és kevésbé
kérnyezetszennyez@. Hatranya viszont, hogy révidebb a varhatoé élettartam, alacsonyabb megbizhatésag
Jellemzi, valamint alacsonyabb a mechanikai és termikus szilardsaga.

16. Szubsztraktiv technolégia, pozitiv maszk esetén rajzolat Iétrehozasa, alapanyag + 4 Iépés
lerajzolasa(5-01. 15/33 dia)
o fotoreziszt el6hivasa
o maratas
o fotoreziszt elttavolitasa
o forrasztasgatlé maszk felvitele
17. Abran a részek beirasa(5-02. 8/28 dia)
Rajz a diakon.
18. Abran a részek beirasa (5-02 25/28 dia)

Rajz a diakon.

19. CAD-nél mikor alkalmazunk hierarchikus rendezést (5-03 13/38 dia)

CAD esetén akkor alkalmazunk hierarchikus rendszert, ha tébb egyforma egység van a tervezés
folyaman(hierarchikus rendszernél ez esetben hasznalhatunk blokkokat is)

20. Elektronikai konstrukcio Iépései felsorolas , NYHL tervezésén beliil még volt 3 alpont, oda
rizsaztam vmit(5-03 19/38 dia)
a. kapcsolasi rajz tervezés
b. szimulacié
c. NyHL tervezés:
m forrszem
m alkatrész rajzolat
m fokhozzarendelés
m elrendezés
m huzalozas
21. Részben szabvanyokra épiilo'megvaldsitas elonyei/ hatranyai felsorolas és mit jelent (6-01

25/47 dia és 28/47 dia)

A részben szabvanyokra éplil6 megvaldsitas azt jelenti, hogy a terméket a rendelkezéslinkre
allé, jol bevalt épitéelemeinkbdl rakjuk 6ssze. Ennek, elénye, hogy nem sziikséges intuitiv tervezés,
minden paramétert meghataroznak a szabvanyok, és a rejtett hibak felbukkanasanak kisebb az esélye.
Hatranya viszont, hogy a tervezé keze teljesen kotott, egyedi btletek gyartasa nem lehetséges,
tultervezett késziilékek j6hetnek létre, melyeknek gyartasa gazdasagtalan lehet.

22. Termikus interfész megvaldsitas felsorolasa + rajza(6-02. 11/31 dia)

Rajz a diakon.

Megvalésitas:
hévezetb paszta
hévezetd ragasztéd
hévezetd alatét
halmazallapotvalté anyagok

o

o O O
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27.

28.

20.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

Hutési megoldasok indirekt hiités rajza, direkt hutés rajza + tagulasi tartaly szerepének,
valamint hocserélo szerepének elmagyarazasa (6-02. 25/31 és 26/31 dia)
Rajz a diakon.

Mit jelent és mire j6 az AXI, mi az elohye az AOl-hoz képest+ rajz (7. 9/34dia)
AXI: automatic x-ray inspection

AOI: automatic optical inspection

Az AXI elénye az AOI-hoz képest az, hogy

Normal, exponencialis és Weibull fliggvény jellemzoi, rajza (7. 30-32/34 dia)
Rajz a diakon.

Mit jelent az FR és a CEM, és egy tablazatba meg volt adva egy két dolog és ki kellett
egésziteni h milyen miigyanta és vazanyag tartozik hozza (5-01. 5/33.)
Tablazat a diakon.
FR: Flame Retardant
CEM: Composit Epoxy Material
ezek szabvanyok az NyHL -el tulajdonsagaira
eszkoz elkészitésének a lIépései(6-01, 2/47)
a. mdszaki specifikacio
b. prototipus kifejlesztése
C. gyartastechnologia kidolgozasa
d. probagyartas
e. gyartas
félvezetd anyagok és vegyiiletek 2-2(2-02 4/18)
Félvezetd anyagok: Si, Ge, C
Félvezetd vegyliletek: GaAS, SiC
kermaias tokozasba kellett beirni mi micsoda (2-01/34)
Rajz a diakon.
Furatszerelt kondenzator
Paszta megjelenési formai (1-03/2)
a. forraszpaszta -> Ujrabmlesztéses forrasztas
b. elé6formazott forrasz -> specialis alkalmazasok
c. forraszhuzal -> kézi forrasztas
d. forraszrudak -> hullamforrasztas
Nyomtatas két stencillel, Iépcsds stencileg
Rajz a diakon.
fel volt rajzolva 4-5 abra: furatszerelt, felliletszerelt és 2 kombinaciéja kiilonb6z6
alkatrészekkel, és be kellett irni hogy milyen tipusu forrasztassal forrasztanad
Rizsa.
Szerelési tipusok + milyen technologiaval(1-02 20/21 dia, 1-03/33)
o egyoldalas furat/felliletszerelés: furat -> hullam, fellilet ->tjrabmlesztés
o egyoldalas vegyes: furat -> hullam, feliilet ->tjraémlesztés
o kétoldalas vegyes: furat -> hullam, feliilet ->ujrabmlesztés
Egykristaly készités, mozgo6zonasat is kérdezték
o Czochralski médszer
o Bridman eljaras
o Mozgbzbnas eljaras



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Kétoldalas nyomtatott huzalozasu lemez készités lépései
a. furatkészités

furatfémezés

fotoreziszt felvitele

fotoreziszt el6hivasa

réz galvanizaldsa

pozitiv fémmaszk készitése

fotoreziszt leoldasa

kémiaia maratas

technolégiai 6n lemaratasa

forrasztasgatlé maszk

forrszatasgatlé maszk leoldasa
I. forrszatasi feliilet védelme

Flat (2-03/18)

~T T T@ o a0T

CVD-vel levalaszhat6 anyagok, és azok funkcidéja (2-04/9-10)
o PSG/BSG: vezetékezések kizti dielektrikum
o SiO2: dielektrikus
o Si3N4: szigeteld réteg
o poly-Si: gate - elektroéda
Diffuzios gorbék (2-04/27)
Rajz a diakon
Vastagréteg technolégiaban az ellenallasok értékbeallitasa (4-01/28)
R=R’ * I/d, ahol R’ a négyzetes ellenallas, | a hossza, d a szélessége
Vastagréteggel megvalésithaté alkatrészek (4-01/7)
o ellenallas
o induktivitas
o kondenzator
o huzalozasi palyak/huzalkersztez6dések
o  kontaktusfeliiletek
UV lézeres furas lépései (5-02/14)
o rézréteget nagy intenzitasu UV fénnyel farjuk
o szervesanyag régete kis intenzitasu UV fénnyel farjuk
Kapcsolasi rajz dokumentacioi (5-03/18)
o .net: netlist(tartalmazza az alkatrészek listajat, és a kapcsolasi kényszerket)
o .mnl: netlist a szoftvernek
o .bom: alkatrészlista

Hiitéborda anyaga (6-02/20)
Aluminium, sargaréz

Termék tervezés, konstrukciéo szempontjai (min 10, bazi nagy rizsa, 6-01/21)
o termikus tervezés
o EMC elleni tervezés
o Zavarvédelmi tervezés



Ergonomiai tervezés
Uzembiztonségra tervezés
Erintésvédelmi tervezés
Gyarthatésagra tervezés
Tesztelhetbségre tervezés
Megbizhatéséagra tervezés
o Szabvéanyokra éplil6 tervezés
46. Minéségellendrzés: hibak detektalasa (7-01/3)
o A0l
o AXl
o aramkéri bemeérés
o miikédeés ellenérzése
o tesztelés szélsGséges kériilmények kbzoft
47. Milyen elényei vannak a chip forrasztasanak?
A kétés hbvezetése kivalo, tovabba a kétésnbdél utélagosan nincs gazfejlédés
48. Minoségellendrzés szempontjai
WTF??
49. Hermetikus tokozas abraja
Rajz a diakon.
50. Mi az a spin-coating?
Folyadék halmazallapotu rezisztet felcseppentjuk a wafer-re, majd a szelet kb6zéppontjan
athaladé tengely kériil megforgatjuk, igy a reziszt egyenletesen oszlik el a fellileten.
51. Terfogatlevalasztos szivattyu mukodesi elve
Ciklikusan magaba szivja, majd elklilbniti a beszivott gazt, majd Kiiriti
52. Szitak tipusai(6 db)
direkt emulziés maszk
indirekt emulziés maszk
kombinalt emulziés maszk
direkt fémmaszk
indirekt fémmaszk
o fliggesztett fémmaszk
53. MCM-D hordozok es dielektrikumok(4-4 db)
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Hordozok:
m  Keramia
m lveg
m szilicium
m  gyémaéant
Dielektrikumok:
m  poliimid
m parilén
m SiO2
m BCB

54. Ujraomleszteses hoprofil
Rajz a diakon.
55. Kettos hullamforrasztas hoprofil
Rajz a diakon.
56. SiO2 tulajdonsagai(3 db)
o jo elektromos szigeteld



o rossz hévezeté
o kémiai és mechanikai stabilitasa kivalo
57. Surusegfuggveny mire jo? (4 db)
adott mikdodési idé mekkora valészinliséggel van
ebben az a-b intervallumban mekkora valészinliséggel hibasodik meg a termék
megadhaté belble a megbizhatésagi fliggvény
megadhato belble a hibarata fliggvény

o O O O

58. EMC: micsoda es minek zavarvedelem(3db)
EMC: elektroméagneseskompatibilitas.
A tervezendd készliléket ugy kell megtervezni, hogy ne legyen érzékeny az EM zavarokra,
ugyanakkor nem bocsasson ki tul sokat. llyen zavar pl. radidhullamok, villam, tavvezetékek EM tere

59. Hoatadas micsoda es holeadasi tenyezo mitol fugg
A hbéatadas az a szilar és a folyadék fazis hatéran létrejévé h6mozgés, amelyben mind a
hévezetés, mind a hészallitas mind a hésugarzas szerepet jatszik. A héatadasi tényezé fligg a feliiletek
mindségétél, a kbzegaramlasi tulajdonsagatol, valamint a folyadék fizikai tulajdonsagaitol.
60. Vezeto ragasztok csoportositasa es mi van benne
Minden vezetd ragaszté miigyantabdl all ,melyben vezeté golyécskak vannak. Két tipusuk van az
izotrd és anizotrop. Az anizotrop csak egy iranyban vezet, mig az izotrop minden iranyban. A két fajtat a
golyocskak kiilbnbbzé helyzete kiilébnbbzeti meg.
61. Maratas 2felekepp csoportositani
a. nedves-szaraz
b. izotrép-anizotrop
62. Szalagnyomtatas(4-02 12/33)
Rajz a diakon.

Kommentek:

Elejébdl wikin [év6é ZH-kérdések, wikin 1évé ZH.

+++ MBE részei, tantal alapu vékonyrétegek elénye, félvezetdk,vegytlletfélvezetbk felsorolasa, kapillaris
hatas képlete.

https://wiki.sch.bme.hu/pub/Villanyalap/ElektronikaiTechnologia/ET.rar ennek a legelején is felsorol a srac

jénéhany kérdést.
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I. Feliilet és furatszerelt alkatrészek

1. Csoportositas

Funkcio szerint:
aktiv, passziv

Szerelhetdseg szerint:
furatszerelt, fellletszerelt, tokozatlan chip
Funkciok szama szerint:

diszkrét alkatrészek — egy alkatrész egy
aramkori elemet tartalmaz,

integralt aramkorok — egy alkatrész tébb
aramkori elemet tartalmaz

2. Furatszerelt alkatrészek

kivezetd Sichip huzalkdtés  frocessajtolt tok

egyoldalas nyomtatott
huzalozasu lemez

N

kétoldalas nyomtatott
huzalozasu lemez

. /

N\ N

forrasztott kbtés nem fémezett furat szerelélemez fémezett fall furat
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Ellenéllas Kondenzator
festékbevonat
fgmsapka fémezés
kivezetés
érték - szinkéd "fegyverzz’et
ellendllas réteg - _I'I'Iu_ar'lyag.haz
kivezetés keramia dielektrikum

értékbeadllitd készorilés

Tekercs Dioda
festékbevonat veg tok
fémsapka katod jelélés
kivezetés kivezetés

érték - szinkéd huzalkbtés

huzal-tekercselés Si diéda chip

3. Feluletszerelt alkatrészek




ellenallas  kontaktusfellilet kivezetés Sichip huzalkétés fréccssajtolt tok
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forrasztasgatld maszk  belsé huzalozasiréteg  szerel8lemez via

ellenallas réteg védbiveg

keramia hordozé
értékbeallitd vagat
haromréteges kontaktus

4. Tokozasok

SOIC QFP
PLCC QFN
BGA FC-BGA

fréces-sajtolttok  Sichip  Auhuzal froccs-sajtolttok  Sichip  bump

/ e—\

i el e e e el
[ & J U w U\

interposer

bump alatdltés  interposer

LGA - Land Grid Array

B =



5. Feliiletszerelt és furatszerelt technoldgia dsszehasonlitasa

Furatszerelés hatranyai:

Szerel6 lemez mindkét oldalat igénybe veszi
Alkatrészek nagy helyet foglalnak el
Nehezen gépesitheto

Feliiletszerelés elonyei:

Kisebb méret
Feliiletegységre es6 funkciok szama tobb
Konnyen automatizalhat6 -> hullamforr.

I1. Hullamforrasztas

1. Hullamforrasztas technoldgiai 1épései

1. Alkatrészek belltetése

—
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folyasztoszer (flux)

2. Folyasztoszer felvitele

2. Kett6shullamu forrasztas elve

Kettds hullamu forrasztas
szallitészalag

chip hullam A hullam

Chip hullam:

e Turbulens aramlast hullam

eldmelegités
80-140 °C

3. Elémelegités

4. Forrasztas

o A sziikséges forrasz mennyiséget biztositja a kontaktusfeliiletekre

Lambda hullam:

e Laminaris aramlast hulldm
e Fltinteti a forrasztobbletet
e Megszlinteti a zarvanyokat



3. Kapillaris hatas

Furatszerelt alkatrész esetére

szerel6lemez 2 TH alk. kivezetés

forrasz

cosf - peremszig
F, =7, cos0-27(r, +r,)

F, =pgh z(r}-r})

4. Feliiletszerelt alkatrész hulldmforrasztasanak 1épései

e Ragaszto felvitele a szereldlemezre
e Alkatrész beiiltetése a ragasztoba

e Ragaszt6 térhaldsitasa

e Szerel6lemez megforditasa

5. Ragasztok tipusai

ldé/nyomas elvi Csavarorsos Sugaras cseppadagold
. g

nyomas nyomas nyomas .1
ragaszio

ragaszto )
szolenoid

tavtarté adagolo
fej

szerelr)\lim ez szereld-

csavarorsd lemez

6. Forrasztott kotésekkel szemben tdmasztott mindségi kovetelmények

szerelblemez

forr.szem

forrasz
+ Akivezetést kérbeveszi a forrasz + A furatkitoltés legalabb 75%
legalabb 270/330°-ban .

Maximum 25% forraszhiany
+ Aforrasztasifelilet >75%-at megengedett beleértve az alsé-
nedvesiti a forrasz felsd oldali hianyt



7. Kettés hullamu forrasztas héprofilja

Ahémérseéklet, °C
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II1. Ujraomlesztéses forrasztas
1. Ujradmlesztéses forrasztas hGprofilja
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2. Forrasz megjelenési formai
Kézi forrasztas: forraszhuzal
Hullamforrasztas: forrasz rudak

Ujradmlesztéses forrasztas: forraszpaszta

Specialis alkalmazasok: eloformazott forrasz



kontaktusfeltilet
+ forraszpaszta
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5. Alkatrész beiiltetése
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6. FINEPLACER manualis beiiltetd

mikroszkop képe

alkatrésztok
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7. Pin In Paste technoldgia Iépései

e stencilnyomtatés

e alkatrészek beultetése
e forrasztas

8. Lépcsos stencil és két 1épésben torténd nyomtatas masodik stencilje
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IV. Tokozasok

1. PLCC és CLCC kozotti kiilonbség

A PLCC a CLCC nem hermetikus ,,parja”. (Tehat a CLCC hermetikus tok.)

2. Kerdmia tok

fém (vagy keramia)

cr;ip / fedél \ °hi<

I 1 ] forrasz [ AN ‘
M (Vagy []Veg) M
\J\ o Z
fémezés
™~ keményforrasztott e tébbrétegli keramia
kivezetés
Forrasztott kivezetésekkel ,»Chip carrier” konstrukcio

rendelkezé keramia tok

3. Spin coating

Folyadék halmazallapota rezisztet cseppentilink a wafer-re, majd a szelet kozéppontjan atmend
tengely koriil megforgatjuk, igy egyenletesen oszlik el a feliileten.

4. Milven elonyei vannak a chip forrasztasanak?

e A kotés hdvezetése kivalo
e A kotésbol utdlagosan nincs gazfejlodés

V. Félvezetok

1. Savszerkezet

si WEZETESISAV Gaks VEZETES! SAV

A

ENERGIA (V)

Tiltott sav

VEGYERTEK SAV VEGYERTEK SAY

|
|
|
|
I
|
|
|
|
. . ~ . - - ‘
fém félvezetd szigetel [T T R RED RS

Direkt: Si, Ge, C Indirekt: GaAs



Indirekt sdvszerkezet: a vezetési sav minimuma és a vegyérték sav maximuma azonos
impulzus értékhez esik.

2. Elemi és vegyiilet félvezetok

Elemi félvezetok:  Si, C, Ge Vegyllet félvezetok: GaAs, SiC

3. Szilicium-dioxid tulajdonsagai

e O szigeteld

e rossz hdvezeto

e kémiailag és mechanikailag stabil: csak a hidrogén-fluorid oldja!
e olvadaspont: 1830 fok

4. High-k és low-k

K: dielektromos alland¢. Sziliciumra: K=3.9. Ennél nagyobb -> high-k. Ennél kisebb -> low-k

5. Si egvkristaly novesztése (altalanos eljaras)

e Alapanyag: kvarchomok

e polikristalyos szilicium el6éllitasa
e olvadék készitése

e Ontecs huizasa

6. Polikristalyos szilicium eldallitasa

1. Homokbol ivkemencében magas hémérsékleten nyers Si
Si0,+2C— Si + 2C0O
Ez a Si még szennyezett.

2. Nyers Si reagaltatasa sésavval
Si + 3HCl — SiHCI, + H,
Atriklor-szilan gaz, kénnyen desztillalhato.

3. CVD eljarassal Si levalasztasa triklor-szilanbol
SiHCl; + H,— Si+ 3HCI (1000°C-on)

7. Choralski eljaras

Si olvadékbol orientalt kristalymag segitségével hlizzuk a kristalyt, forgatas kozben.

8. Bridgeman-Stockbarger eljaras

Lezart ampullat huzunk végig csokkend hodmérsékletli zonan.

9. Mozgb6zdnas (floating zone) eljaras

Polikristalyos Si rudat induktiv tekerccsel megolvasztunk. A lasst kristalyosodas Si
egykristalyt eredményez.
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floating zone

A flat tartalmazza az orientaciot és az adalékolast. A Si egykristaly szélébe koszoriilik.
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flat

11. Mi a csiszolas (lapping) feladata?

szelet vékonyitasa

feliileti repedések eltavolitasa
mechanikai fesziiltségek felszabaditasa
eredményeképpen wafer-t kapunk

VI. Réteglevalasztas

1. Réteglevalasztas definicioja: Olyan eljards, melynek soran a hordozora nagy feliiletii, de

lateralis méretéhez képest nagysagrendekkel kisebb egyenletes réteget visziink fel.

2. PVD (fizikai g6zfazisa levalasztds) elve: A réteg anyagai energia befektetéssel

(vakuumparologtatassal vagy vakuumporlasztassal) g6z vagy gaz fazisba hozzuk, ami

kondenzalodik a hordozon.

3. CVD (kémiai gézfazisu levalasztas) elve: A hordozo feliilete és a réteg kozott kémiai

reakcio jatszodik le.

Prekurzor anyagok: a kiinduldsi anyagok Osszessége.

CVD reaktor szerkezete:
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In situ adalékolas:

4. Epitaxia: Egykristalyos réteg levalasztasa olyan kristalyra, hogy a réteg és a hordozé

kristalyorientacioja kozel megegyezzen.

5. Epitaxia fajtai:

e homoepitaxia: a felvitt réteg és a hordozd anyaga megegyezik
e heteroepitaxia: a felvitt réteg €s a hordozo kémiai Gsszetétele kiillonbozik, de

racsallandoban nem nagyon kiilonbdznek

6. MBE (molekulasugaras epitaxia):

mintaflités és forgatas

(RHEED)

e-agyu
Effazids cella I

szelet

hitott panelek

takardlemez

7. Diffuziéo matematikai leirasa:

j=-—D-gradc= —-DVc

dc ip  Oc d%c

- koncentracio [mol/m?]

- diffaziés allandd [m2/s]

I~. 3 o

: részecskedram-s(rlség (fluxus) [mol/(m?3s)]

H
D = Dgexp (_ﬁ)

I : aktivécios energia [J]

Lk : Boltzmann-allandé
1,38x1028 [J/K]



8. Diffuizids kalvha:
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9. Ionimplantacid:

Az adalékolas elektromos térerdsség altal gyorsitott ionok feliiletbe 16vésével torténik.

analizator magnes ionforras
(plazma)

ionnyalab -

/

gyorsito-
fesziiltseg
N
- nyalab-
\ monitor
szeletek C{ _7/
Csatornahatas: megteleld orientacioju kristalyban a kristaly vezeti a belott adalékot. Ezt

elkeriilendéen a kristalyt félreorientaljak.

10. Koncentracio profil:

koncentracio

parologtatas ionimplantacio

és porlasztas \

ionimplantacié:
egykristalyban,
csatornahatassal

diffuzié: allandé
anyagmennyiség

J

diffuzié: allando
feldleti koncentracio

melység



